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【57】申請專利範圍
1.　一種基座，其特徵在於，包括：
底座構件，具有用於使冷卻氣體流入的第一冷卻氣體流路；

隔熱構件，具有與所述第一冷卻氣體流路連通的第二冷卻氣體流路，所述隔熱構件層疊

在所述底座構件上並具有 20W/mK以下的熱傳導率；以及
絕緣板，層疊在所述隔熱構件上並具有多個氣孔，多個所述氣孔與所述第二冷卻氣體流

路連通並噴出用於冷卻基板的冷卻氣體，

所述基座具備包括所述底座構件、所述隔熱構件以及所述絕緣板的層疊結構，

在與所述底座構件相接的所述隔熱構件的第一面和與所述絕緣板相接的所述隔熱構件的

第二面，分別設置有沿所述層疊結構的外廓配置的外廓 O型環。
2.　如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件為石英材質。
3.　如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件包含從由可伐合金、Ti和哈氏合金組成的
組中選擇的材質。

4.　如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件為剛性板。
5.　如請求項 1所述之基座，其中，所述底座構件為金屬基複合體或鋁。
6.　如請求項 1所述之基座，其中，所述絕緣板在 300℃下的熱傳導率為 50W/mK以下。
7.　如請求項 6所述之基座，其中，所述絕緣板為氮化鋁材質。
8.　如請求項 7所述之基座，其中，所述氮化鋁材質包含Mg和 Ti，
在所述氮化鋁材質中，以MgO計，所述Mg的含量為 1~3wt%，以 TiO2計，所述 Ti的
含量為 0.1~0.5wt%。

9.　如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件在 300℃下的熱傳導率為 20W/mK以下。
10.   如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件在 300℃下的熱膨脹係數為 10μm/mK以

下。

11.   如請求項 1所述之基座，其中，在所述層疊結構的外廓設置有多個緊固單元，多個所述
緊固單元上下貫通所述層疊結構並與所述層疊結構結合，
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所述外廓 O型環配置於多個所述緊固單元的內側。
12.   如請求項 1所述之基座，其中，所述隔熱構件具有與所述底座構件相接的第一面和與所

述絕緣板相接的第二面，

在所述隔熱構件的所述第一面和所述第二面，分別設置有用於密封所述第二冷卻氣體流

路的 O型環。
圖式簡單說明

圖 1是示意性地示出以往的基座結構的圖。
圖 2是示意性地示出根據本發明的一實施例的基座結構的圖。
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